Аннотация дисциплины
ОД.А.04.01 Методы исследования полупроводников и

диэлектриков с применением синхротронного излучения
Общая трудоемкость изучения дисциплины составляет   2 зачетных единиц

 (72 час).
Цель изучения дисциплины:

Курс ставит своей целью усвоение аспирантами понятий и навыков, связанных с применением синхротронного излучения для проведения структурных исследований, необходимых при проведении исследований в области физики полупроводников и диэлектриков, материаловедения и смежных с ними дисциплин

Задачи изучения дисциплины: 

· формирование представления об особенностях формирования физических свойств в различных материалах;
· изучение теоретических концепций и моделей, описывающих физику явлений, характерных для различных конденсированных состояний вещества;
· освоение основных понятий и методов теоретического описания актуальных проблем теории конденсированного состояния вещества;
· развитие умения использовать синхротронное излучение для исследования структур полупроводников и диэлектриков
 Основные дидактические единицы (разделы): 
Что такое синхротронное излучение?

Синхротронное излучение (СИ) и его место в спектре электромагнитных излучений. История открытия. Источники СИ. Свойства СИ Оборудование каналов и экспериментальных станций СИ. 

Оборудование каналов СИ и экспериментальные станции

Детекторы для регистрации СИ. Ионизационные камеры сцинтилляционные, пропорциональные, полупроводниковые детекторы. Однокоординатные и двухкоординатные детекторы СИ.

Методы использования СИ
Методы исследования структуры с использованием СИ. Монокристальная, энергодисперсионная дифрактометрия. Дифрактометрия высокого пространственного и временного разрешения.

Аномальное рассеяние, диффузное рассеяние кристаллами. Рассеяние на неупорядоченных структурах. Примеры задач решаемых с использование данных методов.

Дифрактометрия в особых условиях. Высокое давление, Высокие и низкие температуры. Контролируемые газовые среды. Конструкция различных устройств для проведения исследований в особых условиях.

XAFS спектроскопия для структурного анализа

  Принципы XAFS спектроскопии. Измерение коэффициента поглощения. Флуктуации спектра поглощения и нормализованная функция XAFS. Причины возникновения XAFS и основы теории. Модель дифракции электронных волн. Модель рассеяния медленных электронов. Основные формулы EXAFS спектроскопии. Функция EXAFS в случае однократного рассеяния. Методы измерения XAFS. Рентгеновское излучение для измерения XAFS. Системы измерения интенсивности. Образцы для исследования методами XAFS. Схемы измерения в XAFS спектроскопии. Метод прямого измерения ослабления интенсивности (съемка «напросвет»). Косвенные методы измерения. Измерение EXAFS в особых и экстремальных условиях. Получение структурных данных из спектров EXAFS. Использование эталонов при структурном анализе. Структурный анализ с теоретическим расчетом амплитуд и фаз рассеяния. Околопороговая тонкая структура спектра поглощения. Спектроскопия XANES. Спектроскопия NEXAFS. Тонкая структура аномальной дифракции рентгеновских лучей (DAFS). Применения спектроскопии XAFS. Исследование полупроводников и диэлектриков. 

В результате изучения дисциплины аспирант должен:

· иметь базовые знания в области физики полупроводников и диэлектриков; 

· уметь выделять наиболее актуальные и перспективные направления исследования проблем физики полупроводников и диэлектриков; 

· способностью применять различные методы физики полупроводников и диэлектриков; 

· способностью применять знание предмета для анализа экспериментальных данных.
Виды учебной работы: Лекции, СР.

Изучение дисциплины заканчивается зачетом
